EBB 525-3 - BAHAN ELEKTRIK & PERANTI OPTIK SEPT 1997. by PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral
It'
I
I
I
I
I
I
I
l'
a
J
)
UNIVERSITI SATNS }IAIAYSTA
PePeri ksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1997198
September 1997
EBB 525'3 - B^ I'I N ELEKTRIK & PERANTI OPTIK
Masa: [3 iaml
Arahan kepada Galonl-
Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi ElrlPAT (4) muka surat bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan"
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (71 soalan.
Jawab rnana-mana LIHA (5) soalan sahaja.
Mulakan jawapan anda bagi setiap soalan pada muka surat yang baru.
Semua soalan mestidijawab dalam Bahasa Malaysia'
309
...2t-
lal1.
-2- [EBB525/31
Terangkan TIGA proses yang terlibat dalam penyinaran cahaya dari
semikonduktor. Apakah tiga mekanisme kehilangan yang boleh
mengurangkan amaun cahaya yang sampai ke pemerhati?
(60 markah)
Namakan DUA bahan yang boleh digunakan untuk LED dan berikan
sebab-sebab mengapa bahan-bahan ini dipilih'
(40 markah)
Dengan bantuan gambarajah, terangkan prinsip dalam laser simpangan
p-n.
Terangkan fabrikasi d iod laser heterosim pangan'
(100 markah)
Apakah perbezaan antara sifat-sifat resapan bagi semikonduktor iurang
jalur terus dan semikonduktor jurang ialur tak terus disekitar titik En.
(20 markah)
tbl Berikut adalah data LED yang diperolehi dari katalog elektronik
lF/mA Puncak jarak
gelombang/nm
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yang mana, lp ialah arus hadapan dan Vp ialah voltan hadapan merentas
diod pada arus hadapan yang diberikan. Andaikan pembinaan diod ialah
n**p supaya arus adalah pada keseluruhannya disebabkan oleh aliran
elektron.
Untuk setiap jenis diod, hitungkan
[a] tenaga jurang jalur bagi semikonduktor
tbl kuasa optik yang dikeluarkan oleh LED dengan mengandaikan
30% kecekapan penggabungan semula bersinar (pada purata tiga
kejadian penggabungan semula menghasilkan satu foton).
(80 markah)
[a] Mengapa sel suria Si tidak dibuat lebih tebal, katakan ketebalan
beberapa milimeter, supaya dapat menyerap lebih banyak tenaga suria
pada keadaan yang mana koefisien resapannya adalah rendah?
(20 markah)
Ibl Apakah kebaikan dan keburukan sel suria filem nipis?
(20 markah)
[c] Parameter bagi sel suria Si, beroperasi pada diod Si normal dalam arah
hadapan, dalam keadaan gelap pada 30oC ialah:
10 = 3.3 nA A (luas) = 1.7 cmz
R1 (rintangan dalaman) = 0.8 o
l.
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Apabila seldisinari oleh cahaya matahari, arus litar-pintas ialah o
lp6 = 36 mA'
Hitungkan, untuk sel Yang disinari:
tU voltan litar-terbuka Vo" I
tiil perhubungan antara I dan R1, yang mana RL ialah beban luar
Iiiil kuasa outPut maksimum Pt.t
(60 markah) ,
5. tal Namakan penggunaan fotopengesan. Apakah pengukuran yang
di gunakan u ntuk menilai prestasi fotopengesan?
(50 markah) |
lbl Dengan bantuan gambarajah, terangkan prinsip bagi fotokonduktor yang
Paling asas. r
(50 markah)
6. tal Bincangkan TIGA faktor yang menghadkan halaju sambutan bagi I
fotodiod'
NamakanTIGAah|iyang|ainbagike|uargafotodiod'
(50 markah)
lbl Terangkan fabrikasi dan DUA struktur yang umum bagi diod laser
heterosimPangan.
(50 markah)
7. Bincangkan mekanisme bagi kesan "photovoltaic" dan fenomena
'electroluminesce"'
Berikan contoh-contoh dan nyatakan kepentingan peranti ini'
(100 markah)
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